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Silizium

/ Gleichrichter-Diode\
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o

Eigcnschaflen

llechanische Ausfihrung:
Gehzuseart: JEDEC /DiN
Gehausewerkstoft:  Kunststoff
Gehauseoberflache:

AnschiuBdrahte 1Stbar verzinnt/vergeldet

Grenzwerte:

Sperrspannung:
Spitzen-Sperrepannung:
StoBspannung:
Richistrom:/Durchia3strom:
Durchlai-Spitzenstrom:
DurchlaB-SiromstoB:
Veriustleistung:
Tempearaturbereich (l.agerung):
Sperrschichttemperatur:
Loitemperatur:

Kennwertie bei 25°C
Durchlafispannung .
Sperrstrom: TA = 25°C
Th =400° C
Sperrnwiderstand:
‘Hiermischer Widerstand:
rischicht-Kapazitat:
Gehause-Kapaziiat:
Ruckwartserholzeit:

Sper

Sl

R 1
31,7 —— et 2

6,3
Makangaben in mm

qumel- VWert MeBbedingung
zeichen
Ua v lp = A, = )
U;:,p 1000 \V2 \'iu = °C
Ursioss v Uy °C
lo’ly .75 A {y = cc
lrep A Qg = °C
Tstoss 25 A U, °C, t= ms
P w = °c
s ~55__.%30°C
% Yl
L og - <
0 Llei oG tE & s
Ug / 1.3 \Y I} = 0,75 A
I 15 5 A Uy = "ui oV .
Iz £ 450 A Uy = 4000 Vg, = AT S og
Ry, ~ Q Up = v
Ry - °C/mW
Gi -~  PF Uy, = Vo= Hy
Co -~ pF _
,!r & 250 ns IF = A auf 'R = A
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Der Kollektor ist mit dem CehAuse vertunden!
Z:{;:k Wert MeBbedingung
—Ucno 60V |0, = °C
— Uceo 40V |0y = °C
—UEeso 5V oy = °C
I 600 mA {0, = °C
Piot 400 mW [0 = 15 °C -
s - 65..+200°C ’
¥ 200°C
% 245°C | t £5sec.
lczo £ 20 nA |Us= 50V - 7'
icno < 20 BA U= 50V, 0 = “153 °C
—lE30 - A jUgy= \
fr/ 200 MHz Uce = WOV, e ST mAf=100M
B = 75 Ueg= 10V,ic= 32 mA
hee - Ucg = V,lc = Af= ME:z
UcEsat = 0,4v |lc = 15CmA,lg = 13 2A
UcEsat - \ le = A lpg = A
Upizsat < 1.3V |1 =15CmA g = S oA
Ces = 8 pFf (U= 10 V,ig= C Af=1 MH:
Ces - pF {Up= V,lc Af= MH:
RuG - C/mW .
Runy -, °C/mW
t < 145 ns Ic = 150 mA

3 Anwendungscoda 5
Gorlito Klimo-Klanso i e sc osem
Kiasco n. CIN 40040 '
MIEITEIC
CRP- Ber. Kr. - B
Daturn:
1. Eigenschaften
1.1. Mechanische Ausfihrung
1.1.1. Gehiuseart: JEDECTQ18/DIN 1843
1.1.2. Gehiusewerkstoff: Metall
1.1.3. Gehiuseoberfliche: -
1.1.4. AnschluBdrihte l6tbar vzin/vgol
1.2~ Gr.enzwer{e
1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
1.2.4. Kollektorstrom:
1.2.5. Verlustleistung:
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung)':
1.2.7. Sgerrschicht-Temperatur:
1.2.8. Loéttemperatur:
1.3. Kennwerte bei 25°C_ -
1.3.1. Kollektor-Reststrom:
1.3.2. Emitter-Reststrom:
1.2.3, Grenzfrequenz:
1.3.4. Gleichstrom-Verstirker-Faktor:
1.3.5. Wechselstrom-Verstirker-Faktor:
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung:
1.3.7. Basis-Sittigungsspannung:
1.3.8. Koilektor-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitit:
1.3.10. Wirme-Innenwiderstand:
1.3.11. Wirmewiderstand:
13.42. Schaltzeit (f_+t_+t +t.)
a r S -
14, Ubrige eloktr. Werte nach

CCTU 13-014/19



Transistor
NPN - Silizium

08 dick

CTC=—

e CD4653
TN (C02315 K)
1. Ew«n " ‘o

1.1.2  Gehidusewerkstoff:  Keramik
1.13. Gehauseoberfliche:
1.1.4.  AnschluBdrihte I6tbar vzin/vgol

Formel- Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen
121, Koliektor-Emitter-Spannung: Uces 280 Vb= °C lc = 200 maA
122 Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo x5 vie= °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ugso 4 v t, = °C
124. Kollektorstrom: Ic 12 Al 8= °c
125.  Verlustieistung: Pt 250 W | 8= 25 °C
12.6. Temperaturbereich (Lagerung): 0, -659 bis 200°C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: #; 200 °c
1.28. Lottemperatur: ’ % 260 °C t< 8

1.3. Kennwerte bei 25°C
13.1.  Koilektor-Reststrom: : lceg £ 200 “mA Uce = 8o
IcEG & 260 mA U= 35 V.§,= - ©°C
1.32.  Emitter-Reststrom: leso & 10 mA | Ug= 4 V
1.33. Grenzfrequenz: fiitg —_— Hz Uce = Vilg = At = MHz
1.34. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B — Ucg = Vie = - A
1.3.5. Wechseistrom-Verstirker-Faktor: hye — Ucg = Viig = Af= KHz
13.6. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucesar —_— v e = Alg = A
UCE’O' : —— . v lc = A. l' - A
13.7. Basis-Sittigungsspannung: Uggsat —_— v Ic = Alg = A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ces 116-138 pF Uss= 28 V,Ig = 0 Af= 7 MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces — " pF Ugg = Vic = Af= MHZ
13.10. Wirme-innenwiderstand: R 207 K/ W
1.3.11. Wairmewiderstand: Ry °C/mW
1.3.12.  Ausgangsieistung : B £ 120 w
1.3.13. Wirkungsgrad: L § typ. 65 *le } UCC = 28V, Fa =W, - 10MHz

1.4  Ubrige elektr. Werte nach  Batesblatt 12/1%
1.5  Zubehirteile

1.6 Vorsicht : Dieses Basteil eathilt Borylliva-Oxid- dessen Stashcyiftiq ist. Sofern die Berylliwe-Oxid-Keranik
nicht beschidigt wird ist das Teil wagefibriich.

1.7 Lieferart - Schutzverpackt gegon Beschidigung -



. Zener-Diode . .
Siftcant® CL4TIO|NIN N,

-0 .

Anode

. b

1. . Elgenschaften ' Kathode

11.  Mechanische Austihrung
-1.1.1.  Gehéauseart: JEDEC~TO18/DIN 18 A2
112, Gehausewerkstoff: Metall

1.1.3. . Gehauseoberftache: —_

1.1.4. * AnschluBdrahte i5tbar vzin/vgol

. - Formel- Wert MeGbedingung
U zeichen
12 Grenzwerte :
_'.,‘:1.2..1." Betriebsspannung: - - Ug L 75 LV ) o= 735 pA
*i22.% Verlustleistung: "~ ST e R BT T 250, mW | g, = 25 e eg R
12.3. Vorwértsstrom: e I E PE 2200 "mA - 8 = ! oc
124, Ruckwdrtsstrom: S < g : ' - 50 mA
1.2.5  Temperaturbereich: (Lagerung): i +s -55 bis +125 ‘C
126.  Sperrschichttemperatur: ¥ 125 °C !
1.27.  Lottemperatur: L 245 ‘e |t S 5 s
3. - Keanwerte bei 25 °C - S
1.3.1.  Nenn.- Vorwartsstrom: Igq . 470 pA £20% | Ur = 25V, tS 2 ps
1.3.2. - Kleinsignal - Impedanz:- . - - . ZFy e = 2,5 MQ | Up _25V, Uy=2,5 V.t =30 Hz
1.33. Kleinsignal - Impedanz: *) . | Zg2 . - & 4000 kQ | UF = 5 V. Uy=03 V,t =90 Hz
1.34. Vorwarts - Grenz - Spannung: Ui : = 1,3 V| ig = 340pa
1.3.5. Max. Betriebsspannung: Ug, = 60 v Ig = 620pA

on

#) Am Knickpunkt der Stabilisierungskurve

1.4. Ubrige efektr. Werte nach Siliconix. Datenbuch 1972., S. 155 ff.



/" Feldeffekt-Transistor \

N SfFﬂ!'ﬂ'
ilizium i}
o D(Dnln) cr Y’faé’::ct': " (4,07 1274 E: ‘ ‘0f! 609
N elé€ctro e
o gch) L “’J;?;r dncher ~ < : ”}Gfm/ggo
s S (Sourc )v ' , 2 - 313
T N W i i
1.1.  Mechanische Ausfihrung
1.1.1. Gehluseart: JEDEC 7018 DIN18 A3 M2 P8 (1371134 |1371134
::;. : ge::usew:rl:fsll;:‘f: Melall meo omalso@ (o-o| Joo
13. Gehiuseobe o:
1.1.4. AnschluBdrahte 18tbar:vzin/vgol _ R BO3|00mA T2 [20-40) 400
Formel- '
12. Grenzwerte zeichen Wert MeSbedingung
§ 1.2.1. Drain-Source-Durchbruchspannung: Upso 75 V |[ta= 25 °C
> 12.2. Drain-Gate-Durchbruchspannung: Upgo 15 V jota= 25 °C
..2.3. Gate-Source-Durchbruchspannung: Ugso -15 V o= 25 °C
1.24. Gate-Strom: la 00 mA |b= 25 ©°C
4 1.25. Drain-Strom: b Ip 00 mA [a= 25 °C
1 1.26. Verlustleistung: : Pot 300 mW |ty = °c
1.2.7. Temperaturbereich (Lagerung): L °C g
1.28. Sperrschicht-Temperatur: o } -65°/200 °C
1.29. Lsttemperatur: % 240 °C l= 1 mmt, s 10 sec
13. Kenndaten fOr Soucre-
~__ Schaltung bei 26°C _ I 7
1.3.1. Abschnlirspannung: Uasiotn 5-10 V |Ups= 15 V,ipg= I A o
1.3.2. Gate-Reststrom: lass <J0 nA }jUgs=-75 V,Upg= 0 v
1.3.3. Drain-Séttigungsstrom: Ipss s.Tobelle A |Ups= 10 V,Ugsg= 0 v
1.34. Abschnlrstrom: ID(otny — A |Upg= V,Ucg = v
1.35. Drain-Source-Widerstand: Rps s.Tabelje Q |lp = A, Ugs = v
? 1.3.6. KurzschluB-Eingangsleitwert: Yis — S8 |jUpg= Viip = Afm= Mz
1.3.7. KurzschluB-Vorwartsstesilheit: Yis S. TobellemS |Upg= 10 V,ip = Af= 1 kHz
1.3.8. KurzschiuB-Ruckwirtssteilheit: Yn S |Upg=™ V,lp = Af= Hz
1.39. KurzschluB-Ausgangsleitwert: Yos S |Upg= V,ip = At= Hz
1.3.10. KurzschluB-Eingangskapazitiit: Cine pF |Ugs = V,Upg = Vf= Hz
1.3.11. Gate-Source-Kapazitat: Ceas 20 pF |Ugs= 10 V
1.3.12. Gate-Drain-Kapazitat: Caop 10 pF lUpg= 710 V
1.3.13. Drain-Source-Kapazitit: Cbs — pF |Upg= v
1.3.14. Transitfrequenz: fr s.Jobele MHz |Upg= 10 V,Ugs= 0 v )
1.3.15. Rauschzahl: F dB |Ups = V,ip = Af= Hz
Ro -
1.3.16. Varmewiderstand: Runy 430 °Cl-W
)
14. Obrige elektr. Werte nach Darenblatt Crystalonics, MP {{65 . {;’Q



Feldeffekt-Transistor AN

N-Kanal ~ Silizium
L)
oan  CPYStalontes  CM 644 1971l
G B U S PR §r§* : :
(Gate) : _ S % A Sfe -
Stsouce R 2R -+ I
1. Elgenschaften f Q8 Grostman .-
L - L] e ) i ﬁ»i}:‘\\i .\Ek‘hf far
1.1 Mechanische Ausfihrung °>\_~‘ﬁ# P !I'\Q'H tleuksastr,
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC 10 18 /DIN 18A3 I L e Knstmal :
112. Gehausewerkstoff: Met3all pm e e L e
1.13. Gehiuseoberflache: - - v .
1.14.  AnschluBdrahte 16tbar vzin/vgol . Alle Anschliisse vom Gehduse isoliert!
) Formel- " Went MeBbedingung
122  Grenzwerte zeichen
121. Drain-Source-Durchbruchspannung: Upso Vv By = °C
‘1.22.  Drain-Gate-Durchbruchspannung: Upco v 9, =* °C ‘
123, Gate,Source-Durchbruchspannung: Usso -3V O, = °C
124. Gate-Strom: I 1002 A 0, = °C
125. Drain-Strom: : b 100 A 9 = °Cc
1286. Verlustleistung: - . Prot 3008 w 8,=  °C
127. Temperaturbereich (Lagerung): 9, L65. . +200 °C '
128. Sperrschicht-Temperatur: 9; 200 o¢ N
129. Léttemperatur: o S & 20 oc t <10 sec
13. -"Kenndaten{ir Source-
Schaliung bei 25°C C
.1.3.1.  Abschnirspannung: —- Ugs(ow) 4+-bis 3-V-  {Ups= -—15Vips—=-10A -
132 Gate,Reststrom: ' Igss é 0.‘m A Ugs = 15V, Ups = 0V
1.33. - Drain-Sattigungsstrom: loss 2 108A  Jupsw V.Ugs= V
1.34. Abschnirstrom: : ole) - A Ups = V.Ucs = v
1.35. Drain-Source-Widerstand: Rps i L X Q lp = A Ugs= 0V
1.3.6. KurzschiuB-Eingangsleitwert: Y, - S Ups = Vip = Afm= Hz
1.37.  KurzschiuB-Vorwartssteilheit: Yts 20 as Upg = WVigs = 0Vt= 1,0kHz
1.3.8. KurzschluB-Rackwirtssteitheit: - Y - 8 Ups = ‘Vip = At= Hz
1.3.9. KurzschluB-Ausgangsieitwert: g Yo - 8 ' Ups = Vip = Af=" - Hz
1.3.10. = Kurzschlub-Eingangskapazitat: 1 Ci . - pF Ugs = 2 Ups = V,fI= Hz
1.3.11. Gate-Source-Kapazitit: 1 Ces $s pF Ugs = v
1.3.12. Gate-Drain-Kapazitat: Coo : é 5 pF Upg = Vv
1.3.13. Drain-Source-Kapazitat: ’ Cos - pF Ups = ¥
1.3.14. Transitfrequenz: - fr ~ Hz Ups = = ViUgs= V . ~  Hz
1.3.15. Rauschzahi: o - F 1. = dB Ups =~ V.lp = Af=
— : - RG =
13.16. Warmewiderstand: Ry 1,7°C/mw -
14  Obrigeelektr Wertenach (rystalonics-Datenblatt




PNP- Germarflum\-Leustungs?’ansns{-or

Jntermetall | 2
CTP 1109 E .
1958 , 19
' : - m__)r_. _.@_ E—
e c ) ‘ —12 —
B——{E E = B
: 3
1 Elektr, und therm.Angaben: - !
Kenndatén:(tﬁ ~ 25 % Emitterschaltung)
- CE = - 7 Volt K
-1, = 500 mA o Montagehinweis:
R. = 10 Q Der elektrische AnschluB8 fiir Basis
G und "Emitier kann durch eine Noval--
Ry = 152 Réhrenfassung erfolgen (z.3, Preh
f = 400 Hz Nr. 4366,Normfassung FN 1 DIN 41559).
g = _ 27 db» Der Kollektor liegt zur bessere”
A ' i Wdrmeableitung direkt am iletallge -
Erenzfrequenz der N hiuse. Die inschluBstifte fir Z-—
Steilheit £_ 20 kHz mitter und Basis sind durch ihre An-
- fangsbuchstaben gekennzeichnet,
R, ¥ittlerer Grenz-
% Widerstand < 0,4 2
Maximelwerte: Kihiflfiche: 7
UpB max, 20 Volt Verlustleistung ¥ No + ¥5 = 15 Walt,
. Uz max- ' . GréBe der Xithlfliche |
(b.Ryp aussen ¢ ”50 2)12 Vols (Alu-Chassis mind, 250x25Cx2 mm).
-1, max, 4 4 Verlustleistung N, + N, = 6 Watt,
. 3 (
I GréBe der Kithlfliche ;
(=Tpg= 207, I5=0) 2 mA (Alu-Chassis mind. 120x12Cx2 mm).
I, - Diese Abmessungen gelten bei senk-.
o : recht stehender Xiihlfl#che: in
(TEf =67, I ‘O) 0,2 mA ruhender Luft, wobei der Lran51stor
H + H max., 15 Watt im Zentrum montler ist, =~ ¥
(mit Rublfluche 250x250x2) Verlustleistung ohne Kihifliche in

ruhender Luf% maximal 1,7 TWatt.




-Diode

Germanium

AN

. '
e : 1IN0 AM .
nach SN 0819 Teil 1 Symbol : Untza” NfN Nouhonsfr
Erzeugnis- Klime-Kiasse « £y
Kissse n. DIN 40040 Ul’”den ?qu 4986 Kathod. g
A _[FISTC| —p— R
-
Prof-Ber. Nr: -
Datum: 3 e —
!
25 max 2 5max
28 wn 78 max 33 min
1 Mechanische Ausfihrung
1.1 Gehause JEDEC /DIN
1.2 Gehausewerkstoff
1.3 Gehauseoberfiiche :
1.4 AnschiuBdrahte: idtbar verzinnt/yaugaldas; Latbarkeitspriiffung nach DIN-IEC 68 Teil 2 - 20
Formei- X
Wert MeRbedingungen
2 Grenzwerte zeichen
[+
2.1 Sperrspannung UR 35 v 'R - oo‘\; Su = 25 ¢
22 Spitzensperrspannung URsp 4o v Bu-= OC
2.3  StoBspannung URstoss .V Ju-= OC
24  DurchlaBstrom IF-' 50 mA Ju-= c
2.5  DurchiaB-Spitzenstrom IFsp 150 mA Ju= °c
2.6 —Ours T - - T YT g5 A YJu= °c: t = ms
Fstoss o
2.7 Verlustleistung p w Qus= (o]
o
2.8  Temperaturbereich (Lagerung) Is -85 ~+7Z0 C
29  Sperrschichttemperatur DA 70 °c
2.10 Léttemperatur 91 °c ts s
3 Kennwerte bei25°C
3.1 DurchlaBstrom s min S mA U | 4 v
32  Sperrspannung 'R 2 pA {Up, -pv
'R A UR: V: du = °c
32  Thermischer Widerstand R th K/ w
34  Sperrschicht-Kapazitat g 10 oF | Yp. _4 v; f = 1 MHz
3.5  Gehause-Kapazitat C. pF
G Aaufl_ = A
3.6  Riickwirtserhotzeit s e - auflg =




‘..n_-&.uip

Sescosem “\“N Nicit fir f

Neukonstr,
Loy © 2aN8d
P . Tisey
E _
1. M Der Xollektor ist mit -dem Gehduse verbunden !

11. Mechanische Ausfithrung
1.1.1. Gehsuseart: JEDEC TO18/DIN 1843
112, Gehiusewerkstoff: ietall
1.1.3. Gehduseoberfliche: =
JI 1.1.4. AnschluBdrahte l6tbar vzin/vgol

il Fo‘rrfuel- Wert : MeBbedingung
1.2. Grenzwerte zeichen
1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung: Uczo LUV |8y = °C
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung: Uces 30v e, = °C
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: "~ Ugso S5v Jou= °C
1.24. Kollektorstrom: lc 200 mA |8, = °C
1.25. Verlustleistung: Ptot 300 ow |0y = 25°C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): s 65...+ 175°C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: 0; 17%¢
1.2.8. Lottemperatur: & 2850¢ t< S5sec.
i _ R - o [,
13. HKennwerte bei 25°C
'f 1.3.1. Kollektor-Reststrom: lco € 0,5 pA |Ugs= 20V
Icso €. 30 pA JUcs= 20V, 8= 150 °C
1.3.2. Emitter-Reststrom: , IEBO . - A |Ugs= v
1.3.3. Grenzfrequenz: {17 2> 350 ¥Hz |Ucg= 20V, g = 10 mA, T = 0CMHE
1.34. Gleichstrom-Verstiirker-Faktor: B 25 - Ugg = TV, g = 109 mA
1.3.5. Wechselstrom-Verstiarker-Faktor: hie - - Uce = V,ig = Af= NMH:
1.3.6. Kollektor-Sittigungsspannung: UCEsat £ 0, 25 V {lg =10 A= 1 mA
| S UCEsat 2 0,4v |1g =50 mA = 5 mA
* 1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: UBEsat £ 0,9y |ic =10 nAalp= 1T mA
1.3.8. Kollektor-Sperrschichi-Kapazitit: Ccs & 4pF |Uep= 10V,ig= O Af= 1Mr:
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitii: Cks = pF |Ugs= V,lg = Af= N
£ 1.3.10. Wirme-Innenwiderstand: Rug = °C/mW
' 1.3.11, Wirmewiderstand: ?ghﬂ "£ °_‘C‘)5/mW . .
1.3.12 altzes on €3> ns = 5 mA, Ig,= 1 ms
- 1.3.12 5chaltzeiten toff £ 75 ns } U::= 3 ’ RSZ"‘ 2708
; L
}
f 4. Obrige elektr. Warte nach Sesco- Iatenbuch 1967, S. 153 ff.
k




